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Fundementos de la invencidén

_ Un aparato de'présentéeidn v/o alma;éhamieg
%o por descarge de plasma o gaseosa tiene clertas caracte
risticas, tales como una superficie plana de presentaci6n
¥y ana capacidad inherente de memorla, que le hacen parti-
cularmente deseable para un aparato de presentacldn alfa-
numérica. Un ejemplo de un dlsp031tivo de descarga gaseo-
sa conocido esté expuesto en la patente EE. UU 3 559 190,
"Aparato de presentacldn y memoria poxr gas“, patentada el
26 de enero de 1. 971 por Donald I, Bitzer y otros, N cedl
da 2} la Univer31dad de Illlnols. Tales paneles pueden com
prender una capa interior de v1dr10 de células fisicamen-
te aisladas, 0 comprender una conflguracl6n de panel abler
to de células de gas elébtricamenie aisladas pero no ais-
ladaa f{sicamente. Bn esta §ltima forma de aparato de pre
sentaci&n por descarga de gas, une envolvente de gas her-
méticamente cerrada, compuesta por materlal dieléctrico y
que contiene nun gas 1onizable 11uminable, tal como una mez
cla ae neon y argon o nltrdgeno, tiene conductores ortog_
nales dispuestos sobre lados opuestos de 1a mlsma. Un po-
tencial alterno coneotado a pares elegldos de conductores
est£ acOplado por una oapacidad al gas, a través del mate
rial aleléctrice, produclendo un voltaae alterno a través
del gas en la regién’ definlda por la intersecc16n de los.

conductores. Si en un semiciclo concreto del potencial al
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terno conectado 2 los'conductores el voltaje del gas ex
cede de un voltaje“VB de’ rapturd, el gas se hace condug
tor por,producoién, indueida- por el voltaje, de electro
nes e iones de gas, y se dice gue la célula elegida ha
expepimentado ruptura, En este estado ¢onductor, los elec
trones del gas-emigran & la pared.que-es,tempéralmente
positiva,iy loz-iones a:la’pared qge_esyjemporalmente
negativa, las pérticulas-cargadaaarepogidas-en lag pare-
des.dieldetricas, o Noarga de pared", producen un poten-
cial entre la superficie dieldetrica .y 10§-conQuetorgs,‘
el cual -we opone al-potengial aplicade. exteriormente, y
as{ reduce el voltaje del gas. A medida que:continda flu~
yendo une corriente & través del gas,. la'carga de le pa~-

red ‘opuesta aumente hasta que el voltaje del gas dismi-

‘nuye ‘hagta por debajo del.nescesario para mantener al

gag enrastado conductor, y se extingue la descarga de

corriente,” .. - - T .- oerl IS

oy ) s s - En-el.siguiente, semiciclo del potencial
alterno -exterior,. que tiene una polaridad -opuesta a la
del- semicielo precedente, el voltaje producido por la
carge de pared se suma-inicialmente-al produeide. exte- .
riormente,. e manera que el voliaje del ges aumenta.
Lgf, el voltaje Vg-de ruptura del-gas-es obtenido.a un .
valor menor del potenciel exterior, se:iniela una.des-

carge.de - corriénte de sentido opuesto & la descarga ini-

-3 -
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cial, y se estasblece una carga de pared de signo opuesto
& la carga de pared inieial, y de magnitud suficiente pa
ra hacer que se extings la descarga. Asf, tras la ruptu-
ra inicial, el estedo de carge de parsd puede ser mente~-
nido-en eélulas elegidas,'por aplicacidn-de un pétenciai
menor designedo sefial de sostén, que combinado con la car
ge de pared hace que 1les cdlulas elegidas sean continue~
mente engendidas de nwevo 'y apagadés, con uné frecuencia
relativenente grande, para mantener una presentacidn con’
tinuea, .Ia produccidn de luz.para -fines de bréé%ntaei&h '
e’ produce. durante el paso.de 1la dorriente de“descargs.-
Dado que- la-presente tnvencidn ‘se refiere primordislmen-
te a la fabricacidn y a-la estructura, més-que el fundigf
namiento -de un panel de presentacidn por gas,. se bonsiag
re que la anterior deseripcidn-en relacién con el fﬁncig
namiento es adecuada parae el entendimiento de la presen—
te invencién. Para detalles sdicionales relativos al fun
cionamishto -de. paneles de descarga por gas, eh-modos de’
eseribir, -mantener o borrar,-se hace réferencia a la pa=
tente: suize N¢ 508,247,

.. _-"En -aparatos usuales- de-déscarga por ges, los
conductores. estén aislados de contacto directo con el gas
mediante ‘una'caps de material dieldctrito aque puede -com-
prender la envolvente del gas. La capacidad de 1é'gépéf~

dieléctrica estéd determinada por el espesot de'la caps,

- .4. o
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la congtente dieléctrica del material y la geometria de .
los conductores de excitacidn, El material dieléctrico ha
de ser un aislante que tenga la resistencia dieléetrica
suficiente para soportar el voltaje producido por.la car~
ga de pared y el potencial aplicado exteriormente. Fl die
letrico debe ser fransparente o traslicido por el lado
de presentacidn, para transmitir la 1luz generada por la
descarga, con fines de -presentacidny; y ser susceptible

de fgprieaeién“sin:reaqcioua: con la metalurgia del con-
ductor. Finalmente, el coeficiente de expengidn. del die-
léctrico'-debe ser compatible con el del substrato devi-
drio sobre el que se~forma la capa dieléetrica..,

- Un-material que posee las anteriores -earac-
terfsticas respectora un-substrato de sosa-cal-silicato
en un. vidrio de -soldeo de plomo-borosilicato, un vidrio’ .
que comtiene més..del %5%;69 éxido de plomo. En una rea- -
lizaeidn construida segin las ensefianzas de la presente
invencién se -empled.como aislante un dieléctrico que com-
prendfe une capa de .vidrio de.plomo~borosilicato. Sin em-
bargo, le reeccién.quimica y fisica sobre la superficie.
del vidrio .de plomo-~borosilicato,- bajo.condiciones de des
cargs, producia degradacién o descomposicidn del éxido.
de plomo sobre la superficie dieléctrice interior, pro-
duciendo asf un cambio de las caracteristicas eléciricas

del panel de.presentacidén por gas, considerando-célule a

=5 =
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e¢élula, Esta degradacién hizo que los parfmetros eléetri-
cos de las células del dispositivo de descarga gaseosa va
riesen en funeidn de la historia de la cdlula, de maners
que tras un clerto periodo de tiempo el voltaje de encen-
dido requerido para las eélulas individuales cayd fusre
dnl intervalo-normal de funcionamiento, y el voltaje de
encendido variaba, cohsiderando célulae 2 eélula.

Para evitar la reaccidn quimica y fisica de
la ‘superficie de capa 8ieléctrica de un dispositivo de
descarge gaseossa, resultante de la repetida descarga de
gas de células elegidas, se formé- sobre 1a'capa'die1éé;

trié¢e una capa homogdnea "de mé&terial refractario, para -

-formar':las’ paredes de célula, ‘o -bien, alternativamente,

se deposita sobre el dieléetrico un revestimiento de ma~
terial refractario., En una realizacién concreta construi-
da seglin las-ensefianzas de la presente invencidn, se apli
ca un revestimiénto de un material refractario sobre la

totalidad de:la supsrficie-interior de 'la capa-dieldotri-

. c&:. Un material refractario.es. el qus resiste el trata-
- miento ordinario, es:diffcil de reducir y tiene gran ener
'T.Qfa de enlace, 'de manera que sus consiituysntes permane-~

- cen' constantes incluso tras prolongado uso. Son ejemplos

tfpicos de materiales refractarios el dxido de aluminio,
nitruro de boro, nitruro de silicio, ete. El material. re-

fractario, por ser resistente a la reaccidn quimicd bajo

. ."'6"‘
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la accidn de la descarga, permite un funcionamiento pro-
longado del panel de descarge por gas sin cambios susten
ciales del voltaje de funcionamiento requerido, extendien
do asf{ la vida §til del panel de descarga por gas, Ademds,
por tener gran energfa de enlace se adhiere a la capa de
plomo-borésilicato. '

. Por tanto, un objeto primordial de la pre-
sente inveneidn es proporcionar un panel de presentacidn
por descarga gaseosa perfeccionsado.

. Otro objeto de la presente invencidén es pro
porcioqar'unfpane;.dg‘preseptqpién,ppr‘aéscarga gaseosa
perfeceionado dae tiene'una'capa.interior de un material
refractario, en contacto con el gés, para evitar.la de-
gradecidn del material dieléetrico, proporciondndo asi
una vida Gel penel extendida, bajo. potenciales de funcio-
nemiento uniformes.

Adn otro objeto de la presente invencidn

“es proporcionar un panel de presentacién por descarga

gaseosa perfeccionado utilizando un material refractario
que tiens alta resistencia al cambio quimico bajo la ac-
cidn de la descarga dentro de la envolvente adyacente a
y en contacto continuo con el gas, pars aislar las pare-
des de lag células individuales de dicho panel de la des-
composicidén por la descarga.

Los anteriores y otros objetos, caracterfs-

-7 -



10

15

20

25

20-7-72

ticas y ventajas de la presente invencién serdn eviden-
tes por la siguiente descripcidn de una realizacién pre
ferida de la invencién, segin se ilustra en los dibujos
adjuntos.

Breve descripeidn de los dibujes

La figura.1 es.una vista iscmétrica de un

panel de desparga gaseosa, seccionado para ilustrar de-
talles de la presente inveneidn. _.

Ia figure 2 es una vista desde arriba del
pariel:de -descarge gaseosa ilustrado en la figurd 1,.

Deseripeidn de .una realizacidn preferida

‘Haciendo referencia ahora a los diﬁujos; v
nés en perticular a la figura 1 de los nismos, se ilusf:a
un panel 21 de gas que comprende una pluralidaq de célq~-
las o puntos individuales de gas definidos pér la intgr-
seceidn de las lineas 23A-23N de excitacibn verticales y
las 1fneas 25A-25N de excitacidn horizontéles;,ﬁa;estruce
tura .de la realizacién.preferidaune'se.muéptra;eﬁ los di
bujos estéd .aumentdda, pero-no &, escala, con‘fines.de ilug
tracidn;‘sin.embargo, los pardmetros fisicos de la inven-~
cién definida.en la presente solicitud de pateﬁté,eétén
Yotelmente desoritos en .detalle més adelante, Aunque solo
se ilustra la porcldn de visién del panel de presentacidn,
en interds de la claridad, se apreciaré que en lavprécti-

ca les conductores de excitacién se extienden més alld

-8~
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del Area de visidn, para interconexidén ala fuente de la
sefial de excitacidn, ' |

" Bl panel 21 de gas cémprenae un gas ilumi-
nable, tal como uha mezcla de neon y argon, dentro de'una
envolvente herméticemente cerrada, estando dispuesta la
red de conductores verticales y'horizoﬂtales err relacidn
ortogonal, en lados opuestos de la envolvente. Unas cé-
lulag de gas dentro de la envolvente son encendidas o pren
didas selectivamente durante una operaci6n-de escribir,
aplicando al par de conductores asoéiado unes potenéiales
coincidentes que tienen una mégnitud suficiente para ﬂa~
cer gque el voltajeldél gas exceda del voltaje VB-de rﬁptu-
ra. En la realizecidn preferida, los potenciales de con—
trol para operaciones de eseribir, leer y borrar son se-
fiales ‘de corriente alterna rectangulares, del tipo des-
crito en la patente suiza N2 508}247. Los potenciales de
funcionamiento tipicos para laﬂpresenté inveﬁcidn, usando
una mezela gaseosa- de neon-argon, son 200 voltios para
escribir y 140 voltios para mentencr. Una vez estableci-
da la cargae de pared, las células de gas son mantenidas
en el estado de descarga por una sefiel de mantepimiento
periddice; de menor amplitud,: Cualquiera de las células
elegidas puede ser apagada, lo que se denomina operacién
de borrar, reduciendo primero la diferencia de poténcial

& través de la edlula hasta cero, y aplicando luego un

-9 o
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impulso de borrar norrespondiente en amplitud, pero opueg
t0 en polaridad, al de la Ultima alteracidn mantenida, y
manteniendo este potencial cavn durante nr periodo fijo
tras la terminacidn del impulso de borrar, Mediante ope~
raciones de escribir selectivas se puede generar y presen
tar informacidn como una secuencia de células o puntos en
cendidos, en forma de datos alfanuméricos o gréficos, ¥y
tal informacidn puede ser regenerada siempre que se desee,
mediante le operacidn de mantenimiento.

La envolvente del panel de gas, como se ha
indicado antes, es una hoja relativamente delgada o fré—
gil de material dieléctrico, de manera que un par de subg
tratos 27 y 29 de vidrio, delantero y trasero, es emplea-
do como miembros de soporte en lados opuestos del panel,
Bl dnico requisito para tales miembros de soporite es que
sean ne conductores y buenos aislantes, y sustencialmente
transparentes pare fines de presentacidn, Ordinariamente
se utiliza, en la realizacidn preferida, vidrio de sosa~
—cal-gilicato de calidad comercial, de 6,4 mm.

Tambidn se muestran en el corte las redes
23 y 25 de conductores que estédn interpuestas entre los
substratos 27 y 29 de vidrio y los miembros 33 y 35 die~
léetricos asociados, las redes 23 y 25 de conductores pue-
den ser formédas sobre los substratos 27 y 29 por un cier-

to nmero de procedimientos bien conocidos, tales como

- 10 =
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fotoataque, deposicidn bajo vacfo, estareido, ete. Para
formar las redes de conductores se puéde user material
conductor transperente, semitransparente u opaco, tal co-
mo 4xido. dé estafis, oro, aluminio o cobre. Las redes 23

¥ 25 de conductores pueden ser alambres o filamentos de
¢ébre, oro,.plata o aluminio, o de cuslquier otro metal

o material conductor. Sin embargo; se prefieren las redes
de -conductores formadss in:-egitu, dado que pueden ‘ser de- :
pogitadas sobre o adherides a los substratos 27 ¥ 29 més
fécilmerite ¥y més uniformemente. .En.la realizacidén cons- -
trufda segin’le presente’invencién se utilizan -conducto-
res opacos -de cromo<cobre=cromo. Un conductor central .de
cobre ‘utilize une capa‘inferior .de eromo para proporeio-
ner gdhesidén al substrato .de sosa-cdl-silicato, mientras
gue la cape superior de cromo sobre el cobre protege .al
conductor de cobre del :ataque .por el aislanteé de plomo-

¥

~borogilicato, y se adhiere .8l aislante.:
‘. " . TLas edpas 33y 35 dieléetricas, ‘de las 'que
la c¢apa-3l estd cortada en la .fig, -1,.sé formen in situ
directamente ‘sobre las redes 23 y 25 de conductores, con
un material inorgénieo que tergs un coeficiente- de expan-
sién muy parecido al de “los miembros ‘de substrate. Un ma-
terial’dieléctrico preferide para un substrato de sosé-.
—~cal-glilicato, segin se. ha iudiéado"anteriormenﬁe,»éé vi-

drio ‘de. soldeo de .plomo=~borosilicato, material que contig

-1.1--
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ne un elevado tento por ciento de éxido de plomo. Para f2
bricar el frea dieléectrica, se pulveriza sobre la red- de
conductores vidrio de plomo-borosilicato fritado, y se si
tia la placa en un horno en el que se vuelve & hacer
fluir el vidrio fritado. Alternativamente, la capa die-
léctrica podria ser formede por evaporacidn por rayos
slectrénicos, deposicidn quimica con vapor u otros medios
adecuados, y ser controlada pars asegurar \n espesor apro
piado. Los requisitos pera la capa dieléctrica han sido
especificados, pero ademéds la superficie de las' capas. dig
léctricas debe Ser eléctricamente homogénea o escala mi-
crosedpica, es decir, debe estar preferibleménte exenta
de gristas, burbujas, cristales, suciedad, pelfeunlas su~-
perficigles o cualquier impureza o imperfeceidn.

. Finalmente; el problemsa de la degradacidn
que tiene luger sobre la superficie dieléctrica durante
8l funcionamiento- del panel, variando las caracteristicas
eléetricas de las_células individuales, reducia,signif17.
cativamente la vida del panel., Ia solucidn utilizada en
la realizacidn preferida fud la deposicién de una capa
de un material refractario entre la superficie disléctri-
ca y el gas, ‘Estas capas 39 y 41 podfan ser aplicadas
gobre la capa dieldetriea por cualquier medio usual, tal
como. evaporacién por rayos eleetrénicos, pulverizacién,

sublimacidn catdédica, ete.- “

- 12 -
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Haciendo referencia ahora a la figura 2, se
emplea una-vista. desde arriba para aclarar cilertos deta-
lles estructurales de la presente invencién. Dos miembros
27y 29 rigidos de soporte constituyen los miembros exte-
riores del panelfae presentacién, y en una .realizacién pre
ferida comprenden vidrio ordinario de sosa-cal-gilicato ,
de calidad ‘comercial; de 6,4 mm, En las .paredes interio- -
res.de los miembros 27.y 29 de 'substrato estdn formedas’
las redes 25 y 23 de conductores horizontales .y vertica-.
les; respectivamente..Tos tamafiod y la separacidn de los
conductorss estdn evidentemente ‘sumentados, en interés de
la claridad, Sin embdrgo, en ‘une configuracién de panel
preferida,. la separacién de centrd a certrs de condu¢to-
res, ‘en las respectivas redes, ¢s aproximadsmente 0,76
mn, -usando ‘conductores "de ‘cromo-cobre~cromo de 0,15 mm -
de. anchurea, mientras.que los conductores pueden tener ti-
picamente ‘2,5 micras de ‘espesor, Sobre las redes 25 y 23
de conductores estén formadas directeamente las capas 33 ¥y
35 dieléetricas,.que, segin. se ha deserito antes, estén
formadas ‘con un material indrgénico que tenga un coeficien
te de expansidy compatible con el de los miembros 27 y
29 de substrato.-Un material disléetrico preferido para
ugo con.el substrato antes descrito es un.vidrio de sol~-
deo tal como vidrio de plomo-borosilicato, que contiene

un elevado tanto por clento de dxido de ‘plomo: Los miem-

-13 -
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bros dieléetricos, por ser de vidrio no conductor, actdan
como aisladores y condensadores para sus redes de conduc-
tores asociados. Se usa vidrio de plomo~borosilicato dado
que ‘se adhiere bien a otros vidrios, tiene una temperatu-

ra de recuperacidén de flujo ﬁés baja que los substratos

.de'sosaucal-silicato sobre los que se deposita, y tiene

una viscosidad relativamente alta con un mf{nimo de inter-
accidn con la metalurgia de las redes de conductores sobre
las que se deposita, Las caracteristicas de expansién del
dieléetrico han de ser hechas & la medida respecto a las
de los mie&bros 27 y 29 de substrato asociados, pars evi-
tar arqueo, egrietamiento o distorsién Gel substrato. Ias
éapag dieléctricas son formadas més féeilmente como capé
de recubrimiento o pelfcula homogéhes sobre la totalided
de la superficie del dispositivo de descarga gaseosa, en
vez de por definicidn de célula'a célula. En la realiza-
cién preferida se empled una capa Qieléctrica fe aproxi-~
medamente 25 micres.

Aunque el vidrio de-plomo~borosilicato po~
see la resistencia dieléectrica y el coeficiente de tempe~
ratura especificados, se halld que bajo las condiciones
reales de funcionamiento lasg propiedades de la superfi-
cie aislante se degradaban bajo la influencia de la des~
carga, Este cambio sobre la superficie del aislante, co-

mo se ha indicado anteriormente, produefa un correspon-

- 14 =
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diente cambio en las caracteristicas sléetricas, en base
de cdlula a célula, con lo que las caracterf{sticas elée~
tricas de una.célula variaban segin la historie de la cé
lula, Asf, las células que tenfan una historia de repeti
dos encendidos producfan cambios en las caracterfsticas
eldetricas, requiriendo un aumento del voltaje de encen-~
dido que finalmente cafa fuera del intervalo  normel de
funcionamiento. .

El-revestimiento de material refractario so
bre,la cape dieléctrica asociade se muestra en le figura
2 como capas -39 y 47T¢ Igual que‘en la capa dieléetrica
respecto al substrato, se requiere que lgg capas 39 y 41
de revestimliento se adhieran & la superficie dé las capas
dieldéetricas, ¥y permanezcan estables durente la fabrica-
cidn del panel, incluyendo los procedimientos de coceidn
a alta temperatura y de formacién de vaclo.

) El material refracterio puede ser.usado co-
mo constituyente principal de la'cepa dieléctrica del pa-
nel, o bien, como en la realizacidn. antes:descrita, como
revestimiento aplicado sobre un dieléetrico usual de vi-

drio por cualquiera de varios medios, tales como pulveri-

-zacién, evaporacidén, sublimecidén catédica, eto. Otro mé-

- %odo pers formar la capa dieléetrica consiste en mezclar

un materisl refractario, tal como éxido de aluminio, con

el vidrio de plomo-borosilicato fritado, antes de calcl-
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nar. Cusndo el material alcanze le temperatura en que
vuelve & fluir, la menor densidad relativa del material
refractario harf{a que se elevase 2 la superficie. Respec-
to a la capa de revestimiento, se prefiere para el reves-
timiento refractario un espesor de 2000 angstroms.

Aunaue el revestimiento refractario de la
realizacidn antes descrita de la presente invencién fué
aplicado sobre la totalidad de la superficie, se aprecia-
ré que- tambidn podria ser foimado segin una definicidn
de ‘punto a punto, o bien, alternativamente;~que se:podria
utilizar una capa homogénea de vidrio refractario para
proborcibnar uns. superficie dieléctrica Que tuviese las
carecter{sticas refractarias deseadas, sin necesidad de
revestimisnto independiente. |

+ Bl parémetro final de la presente‘invehcidn
se refiere al espacio 45 'dé gas entre lados opuestos del
dieldetrico. Este es un pardmetro relativamente critico
del penel de-gas, ya.que la intensidad de la descargs y
las interacciones entre descargas de puntos de descarga
adyacentes son funciones de la separmscién, En la reali-
zacién preferida de le presente invencidn se utiliza una
separacién de aproximadamente 0,13 mm entre paredes de
células. Dado que se ha de mantener una distancia de se-
paracién uniforme por todo el panel, se podrfan-utili-

zar, gl fuese necesario, medios de separacidn adecuados

- 16 ="
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pera mantener esta separacidn uniforme. Aunque el gas es-
té encapsulado en la envolvente, se hen omitido detalles
adicionales relativos al cierre hermético del panel o de-
talles de fabricacidn teles como las etapas de coccidn =
alta temperaturs, formacidn de vacio y relleno, ya que
ge conslderan bien conocidas en la téenica, y se extlen-
den més alld del 4mbito de la presente invencidn.

Aunque le invencidn ha sido partieulermen-
te mostrada y deserita con referencia e realizaciones pre
feridas de la misma, 1ds expertos en la tdcnica entende-
rén que se pueden hacer en ekla otros cambios de forme
y detalle, sin salir del espiritu y 4mbito de la inven-
cibn, " |

La presente solicitud, que corresponds &
la presentade en los Estados Unidos de Américe, el 31
de Agosto de 1&971’ bajo.el N? "176,625, me acoge & los
béneficios del artienlo 51 -del vigénte Estatuto- sobre
Propiedad Industrial. ‘

v
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REIVINDICACTONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los
siguientes: o

1.~ Un dispositivo de descarge geseosa, que
inciuye la combinacién que comprende: un par de miembros
de sbporte; 4r'.edes -de conductores formadas en cada uno de
dichos miembros de soporte; comprendiendo cada una de di
chasg redeé de conductores una pluralidad de conductores
paralelos; estando situadas dichas redes de conductores
paralelos en relacién ortogonal unas respecto a otras,
formendo las intersecciones de dichos conductores ortoge
nales célules individuales de descarga de gas; un miem-
bro dieléctrico formaedo sobre cada una de dichas redes de
conductores; y medios para evitar la degradacidén de la

superficie de dichos miembros dieldetricos y la resultan
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te variacién de sus pardmetros fisicos y eldetricos resul
tante de la descarga de dichas célunlas de gas,jconvlo'que
se extiende sustancialmente la vida de dicho dispositivo
de descarga gaseosa., ‘

2,~ Digpositivo del tipo reivindicado en la
reivindicacién 1, donde dichos medios para evitar la de-
gradacidn de diche superficie dieldetrica comprenden una
superficie refractaria adaptada para resistir a la reac- A
cidn quimica sobre dicha superficie dieldetrica, resultan
te de la repetida descarga de dichas células individuales.

. 3.~ Dispositivo del tipo reivindicado en la

reivindicacién 2, donde dicha superfiaie ngraotaria de
dicho die}éctrico comprende una capa de material refréc-
tario sobre la superficie de dicho dieléetrico expuesta
a dicha descarge gaseosa. _ . ,

4f7_Dispositivp del tipo reivindicado en la
reivindicacién 3, donde dicho material refractario es un
dxido metdlico que tiene una alte energfa de enlaceg

5.- Dispositivo d;l tipo reivindicado en la
reivindicacidn 3, donde dicho dieldetrico comprende una
segunda capa de'un material aislante, consistente en vi-
drioc de soldeo de plomo-borosilicsato. '

6.~ Un dispositivo de presentacidn por des-
carga gaseosa, que inecluye la combinacién que comprende

una envolvente herméticamente cerrada llena de un gas

- 19 -



ionizable, teniendo dicha envolvente redes de conductores
formadas sobre sus lados opuestos; estande relacionadas
ortogonalmente dichas redes de conductores, definiendo
puntos individuales de descarga en sus respectivas inter-
5 secciones; estando adaptados dichos puntos de descarga ra
ra proporcionar descargas localizadag individuales cuando
son activados apropiadamente por potenciales de funciona-
miento aplicados a los mismos; estando formadas las super~
ficies interiores de dicha envolvente por un material re-
10 fractario adaptado para evitar la reaccidn quimica de di-
chas paredes interiores de dicha envolvente bajo la in-
fluencia de la repetida descarga, teniendo normalmente
como resultado dicha descarga una degradacidn de la.su-
perficie interior de dicha envolvente expuesta a dicho
15 gas en ausencia de dicho material refractario.
7.- Dispositivo del tipo reivindicado en
la reivindicacidn 6, donde dicha envolvente comprende
el dieléctrico de dicho dispositivo de descarga gaseosa,
para aislar a dichos conductores de contacto directo con
20 dicho gas. '
8.~ Dispositivo del cardcter reivindicado
en la reivindicacién 7, donde dicho dieléctricd de dicho
dispositivo de descarga gaseosa comprende una capa de
material refractario aplicado como revestimiento sobre

25 un material aislante.

%féi72 - 20 -



9,- Diepositivo del cardeter reivindica~
do en la reivindicacién 8, donde dicho material aislan-
te de dicho dieléetrico comprende un material que tiene
un alto contenido de éxido de plomo,

5 10.- Dispositivo del tipo reivindicado en
la reivindicacidén 9, donde dicho material refractario
evita la reaccién quimica de dicha superficie dieléetri
ca bajo la influeneia de le descarga, manteniendo unos
perdmetros fisicos y eléctricos uniformes en dichos pun

10 tos de deséargé, lo que permite que se extienda sustan-

cialmente la vida de dicha presentacidn por descarga ga

seosa,
11.~ Un dispositivo de descarga gaseosa.
Tal y como se ha descrito en la Memoria gque
15 antecede, representado en los dibujos que se acompafian y

con los fines que se han especificado.
Egta Memoria consta de veintiune hojas es-

critas a méquina por una gola cara.
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